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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月25日(2015.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の窒化物半導体層上に形成されたゲート電極並びに前記ゲート電極を挟むソース
電極およびドレイン電極と、
　前記ゲート電極および前記窒化物半導体層を覆ってなる窒素に対するシリコンの組成比
が０．７５より大きく、前記基板を圧縮させる応力を有する第１窒化シリコン膜と、
　前記第１窒化シリコン膜上に形成された窒素に対するシリコンの組成比が０．７５より
大きく、前記基板を引っ張らせる応力を有する第２窒化シリコン膜と、を有し、
　前記第１窒化シリコン膜および前記第２窒化シリコン膜の積層構造全体では前記基板を
引っ張らせる応力を有してなることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記ゲート電極は、ニッケルを含む部分を備え、前記ニッケルを含む部分が前記第１窒
化シリコン膜によって覆われてなることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２窒化シリコン膜上に形成された金属層を有することを特徴とする請求項２記載
の半導体装置
【請求項４】
　前記第１窒化シリコン膜および前記第２窒化シリコン膜の窒素に対するシリコンの組成
比は、０．８以上であることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
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【請求項５】
　前記第１窒化シリコン膜および前記第２窒化シリコン膜はプラズマ成長によって形成さ
れたものであり、前記第１窒化シリコン膜の成長ガスの総流量に対するＨｅの流量は、前
記第２窒化シリコン膜の成長ガスの総流量に対するＨｅの流量に比べて大きいことを特徴
とする請求項１記載の半導体装置。
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